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１．概要（Summary） 

半導体試作の配線形成工程にて、配線層をエッチング

した後に Fig. 1（a）のような針状残渣が発生した。この残

渣発生を抑えるため配線層エッチングの条件見直しを行

なった。 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

・塩素系 ICP エッチング装置 
・電子顕微鏡 

【実験方法】 
下記手順でサンプル作製を実施した。ICP エッチング

装置の条件を変更して、エッチングを実施し、その表面状

態を観察した。イオンミリングやエッチングのマスクはフォト

レジストを使用した。 
（１）プラズマ CVD で Si 基板上に絶縁膜の成膜 
（2）スパッタで配線層の一部 TiN/Ti/Al を成膜 
（総厚 2730 nm） 

（3）スパッタで配線層の一部 Ti/Ni/Au を成膜 
(総厚 300 nm) 

（4）フォトリソグラフィでパターニング 
  レジスト塗布-露光-現像 
（5）イオンミリングで Au/Ni を除去 
（6）塩素系 ICP エッチング装置で TiN/Ti/Al を除去 
（7）電子顕微鏡で表面観察 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
Table 1 にエッチングの変更前（#1）と変更後（#2）の条

件を示し、その結果である表面の画像を Fig. 1 に示す。 
#1はAl エッチングの標準レシピを使用した。針状残渣

は、Al の上部にバリアとなる Ni、Au 等のメタル粒子が存

在していたため発生したと考える。 
 #2は従来の化学反応を使用したエッチングにArイオン

を衝突させる物理的なエッチングを加えることで、バリアと

なるメタル粒子を除去しながら、配線層を加工した。その

結果、針状残渣を抑えることができた。 

 
（a） Before the conditions adjustment （#1） 

 
(b) After the conditionｓ adjustment （#2） 

Fig. 1 SEM image of etched surface 
 

Table 1 Etching conditions 

#1 #2
RF A 400 400
RF B 50 200
Ar 0 20
Cl2 30 20
BCl3 30 20

1.0 0.5
18 18

conditions

Gass Flow [sccm]

Pressure [Pa]
Etching time [min]

Bias RF Power [W]
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